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Finn
文本框
EV为品牌名EVVO缩写

Finn
注释框

Finn
文本框
适用于182MR-EV, 252MR-EV, 282MR-EV, 302MR-EV, 332MR-EV, 362MR-EV 全系列
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Symoo| Dimensions In Millimeters Dimensions In_|nches ,
Nin Nax Nin Hax
A 1.050 1.250 0C41 0.049
A1 0.000 0.100 0.C00 0004
A2 1,050 1.150 0.041 0.045
b 0.300 0.500 0C12 0.020
¢ 0.100 0.200 0.004 0.008
D 2820 3.020 0.1 0119
E 1.500 1.700 0.059 0.057
E1 2650 2.950 0.104 0.116
e 0.950(85¢C) 0.0371(BSC)
el 1.800 2.000 0.C71 0.078
L 0.300 0.60 012 0024
2 g g x g
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